
 

 

AlGaN/GaInN/GaNヘテロ電界効果トランジスタ型可視光センサの応答特性 

 Response characteristics of AlGaN/GaInN/GaN HFET-type visible photosensors  
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【はじめに】現在、5G 通信の普及など通信容量の増大に伴い、新しい無線通信技術を開発するこ

とは非常に重要である。そのような中で新しい無線通信のシステムとして可視光を用いた無線通

信が注目を浴びている。可視光通信を実現するためには送信用のエミッタと受信用のフォトセン

サの性能を向上させることが不可欠であり、可視光通信に必要とされる光センサは、高い波長選

択性、高受光感度、高応答速度、高信号雑音比が必要とされている。これまでの検討で、p 型 GaN

光ゲートを用いたAlGaN/GaInN/GaN HFET型光センサを用いることによって、受光端波長 480nm、

450nm の光に対しての受光感度が 104A/W、リジェクション比 10⁶以上の優れた特性を得ることが

可能であることを報告してきた[1]。その一方で、同デバイスの応答特性は未報告であった。本報

告では、上記 HFET 型光センサの光応答特性を評価したので結果を報告する。 

【実験・結果】図 1 は、p 型 GaN 光ゲートを有する HFET 型光センサの断面概略図を示す。デバ

イスは MOVPE 装置にて積層させた[1]。p 型 GaN 光ゲート長、ゲート幅、ドレイン-ソース間距離

はそれぞれ 2μm、200μm および 10μmである。作製した素子の裏面に研削、研磨を行い、レーザ

ースクライブ法によりチップを形成し、TO-05CAN パッケージに実装し応答速度を評価した。応

答速度は図 2のような回路を試作し、HFET 型光センサの出力信号振幅の周波数依存性を調べた。

測定には市販のピーク波長が約 450nm である LED を用いた。図 3 に測定結果を示す。30MHz 付

近まで出力信号が大きく変化しないことが確認された。ここで、トランジスタのトランジション

周波数 fTの以下の理論式（１）を用いて解析すると、電子移動度が 180cm2/Vs を用いれば説明で

きる結果となった。 

                         (1) 

 

ただし μe、kB、W、及び q は、電子移動度、ボルツマン定数、ゲート長、及び電気素量を表す。 

 

 

 

 

 

 

図１ デバイス構造     図２ 測定回路         図３ 周波数特性 
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